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Цель исследования: Проведение исследований и разработка комплекса научно-технических решений, направленных на создание новой СВЧ электронной   компонентной базы на основе соединений нитрида галлия для изготовления монолитных интегральных схем (МИС) усилителей мощности с высокими удельными характеристиками по мощности и низким уровнем шума для современных радиоэлектроных систем связи и радиолокации в диапазоне частот 30-60 ГГц. Разработка конструкторско-технологических решений создания МИС усилителей мощности на широкозонных полупроводниках для современной радиоаппаратуры в поддиапазоне частот 42-46 ГГц.
В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 6 ноября 2014 года № 14.604.21.0136 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 2 в период с 1 января по 30 июня 2014 года выполнялись следующие работы:
1 Работы, выполненные (выполняемые) в отчетный период 

1.1 Работы, выполненные (выполняемые) за счет средств субсидии 

По п. 2.1 ПГ: Проведены исследования по оптимизации структуры широкозонных полупроводников для достижения максимальной мощности диапазона частот 30-60 ГГц.

По п. 2.2 ПГ: Разработаны технологические операции маршрута создания транзисторов и МИС на широкозонных полупроводниках.

По п. 2.3 ПГ: Проведены исследования и разработка научно-технических решений по выбору оптимальных параметров проведения технологических операций маршрута создания транзисторов и МИС современной радиоэлектронной аппаратуры в поддиапазоне 42-46 ГГц диапазона частот 30-60 ГГц на широкозонных полупроводниках для достижения максимальной мощности.

По п. 2.4 ПГ: Проведены исследования и выбор оптимальных схемотехнических решений при разработке ЭО транзисторов и МИС на широкозонных полупроводниках диапазона частот 30-60 ГГц.

По п. 2.5 ПГ: Разработана конструкторская документация на измерительный стенд, предназначенный для измерения СВЧ параметров МИС УМ в поддиапазоне 42-46 ГГц диапазона частот 30-60 ГГц.

1.2 Работы (мероприятия), выполненные (выполняемые) за счет внебюджетных средств 

По п. 2.6 ПГ: За счет привлеченных внебюджетных средств Индустриальным партнером произведена закупка измерительной оснастки стенда для проведения измерений параметров МИС УМ в поддиапазоне 42-46 ГГц диапазона частот 30-60 ГГц.

2 Основные результаты, полученные в отчётный период
2.1 Проведены исследования по оптимизации структуры широкозонных полупроводников для достижения максимальной мощности диапазона частот 30-60 ГГц
2.2 Разработаны технологические операции маршрута создания транзисторов и МИС на широкозонных полупроводниках.
2.3 Проведены исследования и разработка научно-технических решений по выбору оптимальных параметров проведения технологических операций маршрута создания транзисторов и МИС современной радиоэлектронной аппаратуры в поддиапазоне 42-46 ГГц диапазона частот 30-60 ГГц на широкозонных полупроводниках для достижения максимальной мощности.
2.4 В ходе работы были спроектированы схемы усилителя средней мощности, который планируется использовать в роли предусилителя, и двух типов усилителя мощности.

Расчёты усилителя средней мощности (предусилителя) показали, что такая принципиальная схема обеспечивает коэффициент усиления более 8,5 дБ и КСВН по входу и выходу менее 1,5 в рабочей полосе частот и безусловную стабильность в диапазоне от 100 МГц до 67 ГГц. Уровень выходной мощности позволяет использовать данную схему как предусилитель для основного усилителя мощности.

Для обеспечения выходной мощности 5 Вт был разработан однокаскадный усилитель мощности (УМ 5 Вт тип 1). Схемотехнический расчёт показал, что данный усилитель имеет коэффициент усиления более 10 дБ, КСВН по входу менее 1,5 и по выходу менее 1,7 в рабочей полосе частот.  Усилитель безусловно стабилен в диапазоне от 30 ГГц до 60 ГГц. Уровень выходной мощности более 5 Вт, что удовлетворяет требованиям ТЗ.

Второй вариант выходного усилителя мощности (УМ 5 Вт тип 2) представляет собой соединённый предусилитель и УМ 5 Вт тип 1 в одной схеме. Однако, была проведена оптимизация выходного тракта предусилителя и входного тракта УМ 5 Вт тип 1 для лучшего согласования и избавления от излишних элементов, что позволило сократить размеры схемы. УМ 5 Вт тип 2 обладает коэффициентом усиления более 20 дБ, КСВН по входу менее 1,5 и по выходу менее 1,8 в рабочей полосе частот. Усилитель безусловно стабилен в диапазоне от 30 ГГц до 60 ГГц. Уровень выходной мощности более 5 Вт. Данная схема УМ 5 Вт тип 2 показывает характеристики, которые удовлетворяет требованиям ТЗ.
2.5 Разработана конструкторская документация на измерительный стенд
Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на отчетном этапе исполненными надлежащим образом.
